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【はじめに】 

東日本大震災の原発事故により，エネルギー

ハーベスティング技術（環境発電技術）の期待

が高まっている．その技術の中に「熱電発電」

がある．熱電発電は熱を直接電気に変換できる

などの長所がある．しかし，コストが高く，熱

を電気に変換する性能が低いといった課題が

ある． 

本研究では，コスト削減として薄膜技術を用

いた．そして，金属中間層の材料や膜厚により，

N 型である Bi-Te薄膜の結晶構造を改善し，熱

電物性の向上を目的とした．最終目標として，

性能と密着性を高めた薄膜を薄膜型モジュー

ルに応用することを目標としている． 

 

【実験方法】 

本研究では高周波マグネトロンスパッタリ

ング法を用いて試料の作製を行った．ターゲッ

トは Mo，Ti，Al，Bi32Te68を使用した．成膜の

順序として，ガラス基板に金属中間層(Mo，Ti，

Al)(～300 nm)を成膜し，その上に Bi-Te(約 1 

µm)を成膜した．スパッタ条件として，Arガス

雰囲気中で RFパワーが金属中間層では 400 W、

Bi-Teでは 200 Wで行った．その後に，熱処理

を行った．アニール条件として，Ar＋H2(5%)

混合ガス雰囲気中で 300℃の 1時間保持で行っ

た． 

試料作製後，構造特性として，走査型電子顕

微鏡(SEM)による断面観察と X 線回折による

結晶学特性を評価した．熱電特性として，電気

抵抗とゼーベック係数を測定し，パワーファク

ター(1)を算出することで熱電薄膜の性能を評

価した． 

𝑃.𝐹.=𝑆2
 𝜎 ・・・(1) 

σは電気伝導率、S はゼーベック係数である． 

 

【結果及び考察】 

図 1に代表例として，Mo(208 nm) / Bi-Teの

断面画像を示した．Moと Bi-Teの境があり，2

層になっていることが確認できた． 

図 2 に金属中間層の膜厚と電気伝導率の関

係を示した．金属中間層として，TiとMo を成

膜することで電気伝導率が高くなることが分

かった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1  Mo(208 nm) / Bi-Teの断面画像 

図 2 金属中間層の膜厚と電気伝導率の関係 
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